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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézevprace: | Analyza polovodi€ovych prvkid Si MOSFET a GaN se zakladni topologii budici
obvod(
Student: Alexandr JUSTIN | sm.&sl: | E17B0054K
Oponent: Martin Jara
Kritéria hodnoceni prace oponentem Max. body Pfidélené body

Splnéni zadani prace (posuzuje se i stupen kvality splnéni) 25 16

Odborna uroven prace 50 15

Interpretace vysledk( a jejich diskuze, ptip. aplikace 15 8

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 6

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky:

Autor proved| reSerSi dostupnych GaN a Si tranzistor( a zarover se pokusil popsat jejich rozdilnou fyzikalni
podstatu. Dale se vénuje jejich porovnani a navrhu komponent driver(i ve formé blokového schématu. Prace
viak trpi znaCnou nekonzistenci vykladu a misty nepfilis technickym, aZ kostrbatym vyjadfovanim za hranici
srozumitelnosti, cozZ je pravdépodobné zplsobeno spise mechanlckym pfekladem z anglictiny bez ddrazu na
vza]emnou provazanost témat nebo Ceskou technickou terminologii. Z formalniho hlediska prace obsahuje fadu
nedostatkd - chybé&jici slova, nespravna Cisla, rozpadlé reference, naduzivani vicenasobnych citaci, nespravna
citace literatury (¢.55), zamena nabojd v zaveru atd. Pozitivngji Ize zhodnotit regeréni cast, mnostvi relevantni
literatury a fakt, Ze se autor vénuje viceméné vSéem vyznamnym oblastem nezbytnym pro navrh driveru.

Dotazy oponenta k praci:

1) Jednim z pozadavku na driver v kap. 4.3.2. je odolnost vli¢i CMTI a mala kapacita Cio.
Jak témto pozadavklm odpovida vybrany DCDC zdroj pro variantu s GaN tranzistory?

2) M(l:,llzete blizeji objasnit, proc jste zvolil kapacitu 20nF (kap. 4.4.2, obr. 4.6) pro "kondenzator Spickového
proudu™?

Bakalarskou praci hodnotim klasifikaci dobfe (podie klasifika&ni stupnice dané smérnici dékana FEL)

Dne: 20.6.2019

podpis oponenta prace



